
 
Fig. 2 Density-of-state (DOS) distributions of          

(a) p-channel and (b) n-channel OFETs. 
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Fig. 1 Transfer characteristics of n-channel 

OFETs with different types of CYTOPs. 
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1. はじめに CYTOP はトップゲート構造

有機電界効果トランジスタ(OFET)のゲート絶

縁膜に用いられる含フッ素ポリマー[1]であり、

末端基の化学構造を変えた種々のCYTOPが開

発されている[2]。本研究では CYTOP末端基の

化学構造と OFET としての電気特性の関係を

調べるため、種々の CYTOPをゲート絶縁層と

して用いた OFETを作製し、その電気特性と局

在準位分布の評価を行った。 

2. 実験 ゲート絶縁層には末端基の異なる

3種のCYTOP (CTL-M : -CONH-C3H6-Si(C2H5)3, 

CTL-E : -COOCH3, CTL-A : -COOH)を用い、有

機 半 導 体 層 に は 2,7-Dioctyl[1]benzothieno 

[3,2-b][1]benzothiophene (C8-BTBT)、C60-fused 

N-Methylpyrrolidine-m-C12-phenyl (C60MC12) を

それぞれ用いて p型、n型の OFETを作製した。

素子構造はトップゲート・ボトムコンタクト構

造とし、n 型 OFET では注入障壁低減のため、

Cs2CO3をコンタクト電極上に塗布製膜した。 

3. 結果及び考察 伝達特性から作製した

OFETの移動度を求めた。p型 OFETにおいて

は異なる末端基を有するCYTOPによっても移

動度は大きく変化せず、およそ 3 cm
2
V

-1
s

-1とな

ったが、n型 OFETでは Fig. 1に見られるよう

に、異なる末端基を有する CYTOPにより伝達

特性と移動度に顕著な違いが見られた。 

文献[3]、[4]の方法で局在準位分布評価を行

った。文献[3]の方法から得られた局在準位分

布を Fig. 2に示す。p型 OFETでは CYTOP末

端基による変化はほとんど見られなかったが、

n型 OFETでは CYTOP末端基によって局在準

位分布が大きく変化し、指数関数分布する局在

準位分布の特性温度(TC)は CTL-A において他

の 2種類に比べ大きな値を示した。また、文献

[3]の方法においても同様の傾向が見られた。

以上からn型OFETにのみ見られた顕著な移動

度の違いはCYTOP末端基の電子トラップによ

るものと考えられる。当日は OFETのインピー

ダンススペクトルや OFET 特性の温度特性か

ら評価した CYTOP の局在準位分布[5]も示し、

OFET の電気的安定性と絶縁材料の化学構造

との関係についても述べる予定である。 
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